OEM: Telefunken BF414 Datasheet

BF 414

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-HF-Transistor mit kleiner Rick-
wirkungskapazitét, speziell fiir UKW-Vorstufen in Basisschaltung mit
groBem Intermodulationsabstand.

Silicon PNP, epitaxial planar RF transistor with small feedback
capacitance especially for VHF input stages in common base
configuration with large signal to intermodulation ratio.

Vorldufige technische Daten - Tentative data
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Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung -Uceo 40 )
Kollektor-Emitter-Sparrspannung -Uceo 30 v
Emitter-Basis-Sperrspannung -Uggo 4 v
Kollektorstrom -c 25 mA
Basisstrom -lg 3 ma
Gesamtveriustieistung

tﬂmb = 45°C Ptﬂt 300 mW
Sperrschichttemperatur b 150 °C
Lagerungstempearatur tstg =55...+150 *C
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Min. Typ. Max.
Wiérmewiderstand - Thermal resistance
Sperrachicht-Umgebung RihJa 350 *C/W

Statische KenngrtéBen - DC characteristics
Umgebungstemperatur typ = 25°C
Kollektorreststrom

-Ucp = 20V -lcBo 60 nA
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

—|c = 10 pA _U{BH]GEU’ 40 ')
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

-lg = 2mA -Upriceo® 30 v
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

~IE = 10 A -UsrEso 4 v
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis

-Ugg = 10V, =l = 1 mA hrg 30 80

Dynamische KenngréBen - AC characteristics
Umgebungstemperatur tymp = 25°C
Transitfrequenz

-Ugg = 10V, =Ig = 1mA, f = 100MHz fy 400 MHz

-Ucg = 10V, =lg = 5mA, f = 100MHz T 560 MHz
Rickwirkungskapazitat

-Upg = 10V, =Ig = 0, f = 100 MHz Ciirb 0,09 pF

RauschmaB, Basisschaltung
-Upg = 10V, -ig = 1 mA, Rg = 1600,

f=100MHz F 2 dB

-Upg = 10V, -lp = 3mA, Rg = 150 0Q,
= 100MHz F 22 dB

=Ugg = 10V, ~Ig = 5mA, Rg = 150Q,
f=100MHz F 28 dB
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